Тестовые задания для защиты лабораторной работы № 1
по дисциплине «Защита материалов и основы материаловедения»
	Часть А

	1. Твердые материалы, упорядоченные в пределах координационных полиэдров называются
O монокристаллическими;
O поликристаллическими;

O аморфными.
	6. Феррит стронция является

O  неметаллическим  проводником;

O магнитожестким материалом;

O магнетиком специального назначения.

	2. Размер реального монокристалла может составлять

O от 1Å до  1 мкм;

O от 10 нм до 1 м;
O 0,1 нм до 10 мкм.
	7. Метод рентгенофазового анализа относится  к группе

O  спектральных;

O дифракционных;

O микроскопических.

	3. Сколько атомных слоев приблизительно содержит монокристаллическая пленка кремния толщиной 20 мкм? 

O 200 000;

O 5000;

O 40 000.
	8. По закону Брэгга длина волны рентгеновского излучения связана с межплоскостным расстоянием данного семейства кристаллографических плоскостей следующим образом:

O λ=2dsinθ/n;

O  λ=2dnsinθ;

O nλ=2d/sinθ.

	4. Возможный размер структурных единиц соответственно для поли-, монокристаллических и аморфных тел правильно указан в ряду:

O 1 мкм; 1 нм; 1 мм;

O 10 мкм; 10 нм; 10 м;

O 10 мкм; 10 мкм; 10 нм. 
	9. На рентгенограммах понижение симметрии кристаллической решетки исследуемого образца проявляется:

O  появлением нехарактерных пиков;

O расщеплением пиков;

O уширением пиков.

	5. Какова приблизительная концентрации примеси в  материале средней плотности, если ее содержание составляет 0,0001 %?

O 1018 см-3;

O 1016 см-3;

O 1023 м-3.
	10. Кипячение в инертной жидкости используется при определении:

O кажущейся плотности низкопористых образцов;

O пикнометрической плотности низкопористых образцов;

O пикнометрической плотности пористых образцов.


	Часть Б

	        Укажите для материала на основе твердого раствора системы арсенид галлия арсенид алюминия (с массовой долей арсенида галлия 90 %):


	1. Молекулярную формулу;


	2. Вид химической связи;


	Характеристики кристаллической решетки: 

	а) сингонию;


	б)тип ячейки;


	в)тип структуры (с указанием стехиометрической формулы и позиции замещения);


	г)тип координационного полиэдра (можно для одного из элементов);


	д)координационное число (для указанного в пункте г) полиэдра);


	е)параметры элементарной ячейки.


	

	


